VERTRAG e^ER DIE INTERNATIONALE ZUS^^MENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWEStNS 

PCT 

INTERN ATiONALER RECHERCHEN BERICHT 

(Artikel 1 8 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwatts 

PCT 1152-001 


WE1TERES siehe MHteilung uber die Ubermrttlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/22G) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/02404 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

17/03/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

19/03/1999 


Anmelder 

ELF0 AG SACHSELN et al . 



Dieser intern ationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstelft und wird dem Anmelder gemafJ 
Artikel 18 ubermitteft. Eine Kopie wird dem internationalen Biiro ubermittelt. 

Dieser intern ationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blotter, 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berlchts 

a. 



b. 



2. 
3. 



Hinsichtlich der Sprache ist die international Recherche auf der Grundlage der internationalen Anrneldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anrneldung (Regel23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtlich der in der internationalen Anrneldung offenbarten Nucleotld- und/oder Amlnosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anrneldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anrneldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

[~] bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung, dafi das nachtraglich eingereichte schnftliche Sequenzprotokolt nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anrneldung im Anmeidezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

[~| Die Erklarung, dafc die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schrtftlichen Sequenzprotokolt entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| [ Bestlmmte Anspruche ha ben slch als nlcht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
[ | Mangel nde Einheltllchkelt der Erflndung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
|~| wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

|^| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld Ell angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen; Abb. Nr. 1 



[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen Qj| keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
\ | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALEP^CHERCHENBERICHT 



In Jlonales Aktenzeichen 

PCi/EP 00/02404 



A. KLASS1 FI2IERU N<3 DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L25/16 H01L25/18 H01L25/065 



Nach der Intemationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationaten Klassifikation und der IPK 



B, RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klasstfikationssymbole j 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTER LAG EN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht komrnenden Teile 



Betr. Ansptuch Nr. 



EP 0 575 892 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 
29. Dezember 1993 (1993-12-29) 
das ganze Dokument 

EP 0 751 570 A (SIEMENS AG) 
2. Januar 1997 (1997-01-02) 
das ganze Dokument 

EP 0 697 732 A (FUJI ELECTRIC CO LTD) 
21. Februar 1996 (1996-02-21) 
das ganze Dokument 

EP 0 368 143 A (TELEFUNKEN ELECTRONIC 
GMBH) 16. Mai 1990 (1990-05-16) 
das ganze Dokument 

-/-- 



1,2,16 



1-20 



1-20 



1-20 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamifie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 
"A" Veroffentlichung, die den allgeroeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L n Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Priori tatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mOndliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Aussteilung oder andere Maf3nahmen bezteht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und m it der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der thr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer odermehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



9. August 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



18/08/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevolimachtigter Bediensteter 



Kirkwood, J 
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INTERNATIONALE R^^CHERCHENBERICHT 



Int . £3onales Aktenzeichen 

PCl/EP 00/02404 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderfich urtter Angabe der in Betrachtkommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



SHIGEKANE H ET AL: "HIGH POWER TRANSISTOR 
MODULES WITH INTELLIGENT FUNCTIONS" 
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON POWER SEMICONDUCTOR DEVICES AND ICS, 

1990, XP0O2058955 

Abbi Idling 6 A 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortseteung von Blatt 2) (Juli 1992) 



Seite 2 von 2 



INTER^f IONAL SEARCH REPORT 



InforrivatTon on patent family members 



fnt- phonal Application No 

PC i/EP 00/02404 



— ■■ - 

Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


EP 0575892 A 


29-12-1993 


JP 


2854757 


6 


03-02-1999 






JP 


6005847 


A 


14-01-1994 






DE 


69325953 


D 


16-09-1999 






DE 


69325953 


T 


13-01-2000 






US 


5444297 


A 


22-08-1995 



EP 0751570 A 02-01-1997 DE 29510335 U 24-08-1995 



EP 0697732 A 21-02-1996 JP 8055956 A 27-02-1996 

US 5604674 A 18-02-1997 



EP 0368143 A 16-05-1990 DE 3837975 A 10-05-1990 

US 5159532 A 27-10-1992 



Form PCT/ISA7210 (patent family annex) (July 1992) 



PCT/EP00/02404 



PATENr COOPERATION TREATY 

From the INTERNATIONAL BUREAU 



rt 1 

INLI I lrlw\ 1 IUIM Ur fcLbVr I IVJlN 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Commissioner 

Uo uepartment ot commerce 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

201 1 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 

20 November 2000 (20.1 1 .00) 




International application No. 
PCT/EP00/02404 


Applicant's or agent's file reference 
PCT 1152-001 


International filing date (day/month/year) 
17 March 2000(17.03.00) 


Priority date (day/month/year) 
19 March 1999 (19.03.99) 


Applicant 

STEIERT, Philippe et al 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

19 October 2000 (19.10.00) 

| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | Xj was 

| | was not 



made before the expiration of 1 9 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
121 1 Geneva 20, Switzerland 



acsimileNo.: (41-22) 740.14,35 



Authorized officer 

R. E. Stoffel 
Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



mPCT/IB/331 (July 1992) 



EP0OO24O4 



; ^Copy for the Elected Office (EO/US) 

>>3feNT COOPERATION TREAT 



PCT/E POO/02404 



A 0 ^ PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 


From the INTERNATIONAL BUREAU 


To: 

GRUNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & 

SCHWANHAUSSER 

Maximilianstr. 58 

D-80538 Munchen 

ALLEMAGNE 


Date of mailing (day/month/year) 
26 October 2001 (26.10.01) 


Applicant's or agent's file reference 
PCT 1152-001 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/EPOO/02404 


International filing date (day/month/year) 
17 March 2000(17.03.00) 



1. The following indications appeared on record concerning 

| | the inventor 



X 



the applicant 



| | the agent | | the common representative 



Name and Address 

ELFO AG SACHSELN 
Edisriederstr. 106 
CH-6072 Sachseln 
Switzerland 



State of Nationality 
CH 



Telephone No. 



State of Residence 
CH 



Facsimile No- 



Teleprinter No. 



2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 

| | the name | | the address | | the nationality | | the residence 



the person 



Name and Address 

ELMICRON AG 
Brunigstrasse 222 
CH-6072 Sachseln 
Switzerland 


State of Nationality 
CH 


State of Residence 
CH 


Telephone No. 


Facsimile No. 


Teleprinter No. c& 



4. A copy of this notification has been sent to: 
| X| the receiving Office 
| | the International Searching Authority 
[ | the International Preliminary Examining Authority 



j3 ^ t&Z 

r-. W ^ «3> 

the designated Offices cojagerned 

| X[ the elected Offices concerned 
[ | other: 





The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Authorized officer 

N. Wagner 

Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/306 (March 1994) 



004405613 



PATENT COOPERATION TREAT- 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



(PCT Article 36 and Rule 70) 


Applicant's or agent's file reference 
PCT 1152-001 


ur*i» riiDTurD atttam See Notification of Transmittal of International 
rLiK. r uki hilk l Prelirninary Examination Report (Form PCT/IPE A/4 1 6) 


International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/EP00/02404 


17 March 2000(17.03.00) 


19 March 1999(19.03.99) 


International Patent Classification (LPC) or national classification and IPC 




H01L 25/16, 25/18, 25/065 






Applicant 


ELFO AG SACHSELN 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



. sheets. 



V: 



o 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

jjj | [ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicffiility^ 0 
Lack of unity of invention ■ 



I 


12SJ 


11 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


IE1 


VI 


□ 


VII 




VIII 





o — C 

3 \ 



rn 
O 
pi 

■::J 



CO 

o 

o 



Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 

19 October 2000(19.10.00) 


Date of completion of this report 

23 April 2001 (23.04.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPE A/409 (cover sheet) (January 1994) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EPOO/02404 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 



the international application as originally filed. 

the description, pages , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 

pages filed with the letter of 



^ the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-20 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/4-4/4 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



o 



\ 

v.X3 



-,:0 

-T-n 

'o 



□ 

the drawings, sheets/fig 



O 



2 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 



(J^ernational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT f PCT / E P 00/02404 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



I . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-15, 17-20 



16 



1-20 



1-20 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 



Dl: EP-A-0 575 892 (MITSUBISHI ELECTRIC CQ&P) 

V ■■ <2 

29 December 1993 (1993-12-29) V % * 



D2^ 



JP-A-02 238 629, 



Document * was not listed in the international 

v; 

search report. A copy of the document is attached. 



2. Regardless of the lack of clarity specified in 

Box VIII, the subject matter of Claim 1 does not 
involve an inventive step ( PCT Article 33(3)) and 
therefore the requirements of PCT Article 33(1) are 
not satisfied. 



Document Dl, which is regarded as the closest prior 
art, discloses (see Figures 2 and 17-19, and the 
corresponding text) a module, from which the subject 
matter of Claim 1 differs in that the power 
conducting paths are thicker than the signal 
conducting paths. The power conducting paths known 
from Dl are wider than the signal conducting paths. 



Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



ternational application No. 
PCT/EP 00/02404 



The fact that the cross-section of the power 
conducting paths must be larger than that of the 
signal conducting paths is common knowledge. The 
cross-section can be increased either by increasing 
the width or the thickness, or both. Each of these 
options has advantages and disadvantages. The 
surface of a module that contains conducting paths 
of different thicknesses is not planar. Wide 
conducting paths require more surface area. 

Document D2 (see the entire document) discloses 
power conducting paths that are thicker than the 
signal conducting paths. 

Consequently, depending on the circumstances, a 
person skilled in the art would choose one of the 
above options in order to increase the cross-section 
of the power conducting paths, without thereby being 
inventive . 

The present application does not meet the 
requirements of PCT Article 33(1), since the subject 
matter of Claim 16 is not novel (PCT Article 33(2)). 

All the features defined in Claim 16 are anticipated 
by D2 (see the entire document) . 

Dependent Claims 2-15 and 17-20 do not contain any 
features which, in combination with the features of 
any claim to which they refer, meet the PCT novelty 
or inventive step requirements. The reasons for 
this finding are as follows : 

The features defined in Claims 2-15 and 17-20 are 
considered to be the result of conventional desi 



gn 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1 994) 



• 3 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



^ernational application No. 

PCT/EP 00/02404 



and simple calculations. Said features could, 
however, be considered inventive if they had 
unexpected effects or properties in relation to the 
prior art, but no such effects or properties are 
indicated in the application . 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



• t _. .Rational application No. 
PCT/EP 00/02404 



VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description- 
does not cite documents D1-D2 nor the relevant 
prior art disclosed therein. 



Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



ational application No. 
PCT/EP 00/02404 



VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

Claim 1 is unclear (PCT Article 6), since it does 
not clearly define the position of the signal and 
power ranges. 



Form PCT/IPEA/409 (Box VIII) (January 1994) 



VERTRAG UBE 



Ci)IE INTERNATIONALE ZUSi JMENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENjS" 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERTCHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
PCT 1152-001 


siehe Mitteilung Oberdie Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/02404 


Internationales Ar\n)e\deda\um(Tag/Monat/Jahr) 
17/03/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
1 9/03/1 999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L25/16 



Anmeider 

ELFO AG SACHSELN et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmeider gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blotter einschiieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I Grundlage des Berichts 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 





Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
19/10/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
23.04.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behdrde: 

^ Europaisches Patentamt 
/ny D-80298 Munchen 
Z&t 1 Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachttgter Bediensteter ^r^^^ 

Mahr v.Staszewski,G. (1 }) 

\* J? 

Tel. Nr. +49 89 2399 2279 %*s«o^/ 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/02404 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7))\ 
Beschreibung, Seiten: 

1-15 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-20 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alie vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handeit es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokoils durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehait der internationalen Anmeldung im Anmeidezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 

Erfinderteche Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daR die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, istfolgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



1-15,17-20 
16 

1-20 
1-20 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 , Es wird auf die foigenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP-A-0 575 892 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 29. Dezember 1993 
(1993-12-29) 

D2*: JP-A-02 238 629 

Das Dokument * wurde im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben. 
Eine Kopie des Dokuments liegt bei. 

2. Ungeachtet der im Punkt VIII erwahnten fehlenden Klarheit beruht der 
Gegenstand des Anspruchs 1 im ubrigen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit 
im Sinne von Artikel 33.3 PCT, so daf3 die Erfordernisse des Artikels 33.1 PCT 
nicht erfullt sind. 

Dokument D1, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart (vgl. Figuren 2, 17-19 und entsprechenden Text) einen Modul, von dem 
sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, da3 die 
Leistungsleiterbahnen eine groBere DickenmaBe als die Signalleiterbahnen 
aufweisen. Die aus D1 bekannten Leistungsleiterbahnen sind breiterals die 
Signalleiterbahnen. 

DaB der Querschnitt der Leistungsleiterbahnen groBer als der der 
Signalleiterbahnen sein muB, gehort zum allgemein ublichen Wissensstand. Der 
Querschnitt laBt sich nur dadurch vergroBern, in dem man die Breite oder die 
Dicke oder beides vergroBert. Jede der erwahnten Optionen hat Vor- und 
Nachteile. Die Oberflache eines Moduls, der Leiterbahnen mit verschiedenen 
Dicke enthalt, ist nicht planar. Breiten Leiterbahnen brauchen mehr Flache. 

Das Dokument D2 (vgl. das ganze Dokument) offenbart Leistungsleiterbahnen, 
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die dicker als die Signalleiterbahnen sind. 

Den Umstanden entsprechend, wurde daher der Fachmann ohne erfinderisches 
Zutun eine der o.g, Optionen auswahlen, urn der Querschnitt der 
Leistungsleiterbahnen zu vergroBern. 

3. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, 
weil der Gegenstand des Anspruchs 16 im Sinne von Artikel 33.2 PCT nicht neu 
ist. 

Alle im Anspruch 16 definierten Merkmale sind durch D2 (vgl. ganzes Dokument) 
vorweggenommen . 

4. Die abhangigen Anspruche 2-15 und 17-20 enthalten keine Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische 
Tatigkeit erfullen. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Die in den Anspruchen 2-15 und 17-20 definierten Merkmale werden als Ergebnis 
herkommlichen Designs und reinen Berechnungen betrachtet. AuBerdem konnten 
diese Merkmale jedoch nur dann als erfinderisch angesehen werden, wenn sie 
unerwartete Wirkungen oder Eigenschaften gegenuber dem Stand der Technik 
aufweisen. Derartige Wirkungen oder Eigenschaften sind jedoch in der 
Anmeldung nicht angegeben. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D2 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch diese Dokumente angegeben. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Der Anspruch 1 ist nicht klar (Artikel 6 PCT), in dem die Position der Signal- und 
Leitungsbereiche nicht eindeutig definiert ist. 
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(54) Title: MULTI-CHIP MODULE 



(54) Bezcichnung: MULTI-CHIP-MODUL 

(57) Abstract 

The invention relates to a 
multi-chip module and a method for 
producing the same. The inventive 
module has a base substrate on a part 
of which signal conductor tracks and 
signal contact surfaces are arranged in 
at least one layer. The module further 
comprises a semiconductor component 
that is linked with signal conductor 
tracks and signal contact surfaces and 
that works in the signal range. The aim 
of the invention is to provide a highly 
integrated multi-chip module. To this 
end, power conductor tracks and power 
contact surfaces are arranged at least on 
part of the base support and in at least 
one layer. At least one power electronic 
component is provided that works in 
the power range and that is linked with 
a power conductor track, at least one 
power contact surface and at least one 
signal conductor track. The power conductor tracks have a larger diameter than the signal conductor tracks at least due to a higher 
thickness. 




(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung bctrifft cin Multi-Chip-Modul und ein Verfahren zu dcssen Herstellung. Das Modul weist einen Basistr&ger, auf 
dem zumindest bereichsweise mindestens cinlagig angeordnete Signalleiterbahnen und Signalkontaktflachen angeordnct sind, und mit 
mindestens einem mit Signalleiterbahnen und Signalkontaktflachen verbundenen, im Signalbercich arbeitenden Halbleiterbaustein auf. Es 
soli eine hone Integration bei einem derartigen Multi-Chip-Modul erzielt werden. Hierzu sind zusatzlich auf den Basistrager zumindest 
bereichsweise mindestens einlagig angeordnete Leistungsleiterbahnen und Leistungskontaktfiachen angeordnet. Des Weiteren 1st mindestens 
ein im Leistungsbereich arbeitender Leistungselektronikbaustein vorgesehen, der mit mindestens einer Leistungsleiterbahn, mindestens einer 
LeistungskontaktflSche und mindestens einer Signalleiterbahn verbunden ist Die Leistungsleiterbahnen weisen einen grosseren Querschnitt 
als die Signalleiterbahnen zumindest aufgrund grtteserer Dickenmasse auf. 
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Multi-Chip-Modul 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Multi-Chip-Modul rnit einem BasistrSger, auf 
dem zumindest bereichsweise mindestens einlagig angeordnete Signalleiterbah- 
nen und SignalkontakfiSchen angeordnet sind, und mit mindestens einem mit Si- 
gnalleiterbahnen und Signalkontaktfiachen verbundenen, im Signalbereich arbei- 
tenden Haibleiterbaustein. 

Multi-Chip-Module (MCM) dienen im Stand derTechnikfurdas hochintegrierte 
Anordnen von im Signalbereich betriebenen Halbieiterbausteinen (d.h. Rechner- 

bausteine, Speicherbausteine, l-O-Bausteine usw.). Solche MCM weisen sehr fei- 

I 

ne Strukturen von Leiterbahnen und KontaktflSchen auf, wobei meist in Form un- 
gehauster Chips vorliegende Halbleiterbausteine mit den KontakfiSchen in Ver- 
bindung stehen. Mehrere dieser Halbleiterbausteine sind auf einem gemeinsamen 
Basistrager angeordnet. Es gibt in der Technik eine Reihe unterschiedlicher Aus- 
gestaltungen solcher MCM, als Beispiel werden lediglich die EP 0871222 A2, WO 
97/22138, WO 97/20273 und EP 0856888 A2 genannt. Derartige Multi-Chip- 
Module werden z.B. auf Leiterpiatten angeordnet und Qber entsprechende Vor- 
sorgungsieitungen der Leiterplatte kontaktiert Allen bekannten MCM ist jedoch 
gemeinsam, date sie sich ausschlieBlich auf die Kombination von digitalen 
und/oder analogen Halbieiterbausteinen beziehen, die mit elektrischen Leistungen 
im Signalbereich betrieben werden und in aller Regel zur Abgabe von Steuersi- 
gnalen Verwendung finden. Die Leiterbahnen und KontakflSchen weisen einen 
kleinen Querschnitt auf und kfinnen einlagig oder mehrlaglg auf einem geeigneten 
TrSgermaterial angeordnet sein, so dad je nach Anwendungsfall ein Aufbau im 
Sinne eines MCM-L, eines MCM-C oder eines MCM-D vorhanden ist. Diese in der 
Fachliteratur sogenannten Typen unterscheiden sich durch das TrSgermaterial 
und die lateraie Dichte der elektrisch leitenden Struktur voneinander. Mit diesen 
Leiterbahnen und KontaktflSchen kleinen Querschnitts kOnnen die gewQnschten 
Signathalbleiterbausteine, die als ungehauste Chips oder als „chip-packed- 
devices* oder als SMD-Baustein usw. vorliegen kOnnen, kontaktiert werden. 



Solche MCM werden auch zum Steuern von Halbleiterbausteinen mit elektrischen 
Leistungen von einigen Watt bis einigen Kilowatt verwendet, indem an entspre- 
chende EingSnge dieser Halbleiterbausteine elektrische Steuersignale mit niedri- 
ger Leistung angelegt werden. Auf Gebieten der gesteuerten Versorgung mit 
elektrischer Energie mittlerer bis hoher Leistung, z.B. bei elektrischen Kieinmoto- 
ren, elektropneumatischen Modulen, Motoren fur Werkzeugmaschinen, Motoren 
fur Automobile bis hin zu Lokomotivmotoren, mulS keine vollst&ndige galvanische 
Trennung von Signalkreislauf und Leistungskreisiauf vorhanden sein. 

Auf anderen Anwendungsgebieten, z.B. der Telekommunikation, wird eine strikte 

I 

galvanische Trennung des ansteuernden Primarkreislaufs von dem die elektrische 
Leistung fuhrenden Sekundarkreisiauf gefordert. In soich einem Fall werden elek- 
tronische Bauelemente wie Schaltrelais, Read-Reiais usw. eingesetzt, die auf-. 
grund neuerer Entwicklungen in ihren Abmessungen immer kleiner werden. 

Insbesondere auf dem Gebiet kleiner automatischer Einheiten (Kleinroboter, au- 
tomatische Montageeinheiten usw.) aber auch auf dem Gebiet der Telekommuni- 
kation hat sich als stflrend herausgestellt, daft die zum Betrieb der Einheit not- 
wendigen elektronischen Aufbauten immer noch ein stOrend grofces Volumen be- 
anspruchen und andererseits die Betriebssicherheit durch die verwendeten 
Klemmen, Stecker und anderen Vorrichtungen zur Erzeugung elektrischen Kon- 
takts zwischen zwei baulich unabhSngigen Komponenten, eingeschrSnkt ist. 

Der Erfindung iiegt daher die Aufgabe zugrunde, eine hochintegrierte Schaltungs- 
anordnung bei einem MCM der eingangs genannten Art bereitzustellen. 

Diese Aufgabe wird bei einem eingangs erwfihnten Multi-Chip-Modul dadurch ge- 
I6st, dafi zusatzlich auf dem Basistrager zumindest bereichsweise mindestens 
einiagig angeordnete Leistungsleiterbahnen und Leistungskontaktfiachen ange- 
ordnet sind, mindestens ein im Leistungsbereich arbeitender Leistungselektronik- 



3 



baustein vorgesehen ist, der mit mindestens einer Leistungsleiterbahn, minde- 
stens einer Leistungskontaktfiache und mindestens einer Signalleiterbahn ver- 
bunden ist, und die Leistungsieiterbahnen einen gro&eren Querschnitt als die 
Signalleiterbahnen zumindest aufgrund grOfJerer Dickenmafie aufweisen. Der 
Querschnittsvergieich soil bevorzugt nicht auf den Gesamtquerschnitt aller Leiter- 
bahnen bezogen werden, sondern stellt auf den Einzelquerschnitt der jeweiiigen 
Leiterbahn ab. 

Zwar ist es aus der Leiterplattentechnik bekannt, etnen Basistrager mit einer lei- 
tenden Schicht zu versehen und anschlieBend mittels Photolitographie eine Lei- 
terbahnstruktur auf diesem Trfiger zu erzeugen, wobei Leitungen unterschiedli- 
chen Querschnitts durch unterschiedliche Leiterbahnbreiten erzeugt werden kon- 
nen. Jedoch laftt sich dieses Verfahren auf die Hersteliung von sehr viel kleineren 
und aus diesen Grunden sehr viel feiner strukturierten MCM nicht ubertragen. 
Durch eine Qbermaiiige Verbreiterung von Leiterbahnen zur Erzieiung eines ge- 
eigneten Querschnitts wQrde die hohe Integration auf einem MCM nicht durch- 
fuhrbar sein. 

Im Gegensatz hierzu wird gemafc der Erfindung vorgeschlagen, mittlerweiie 
ebenfalls im Kleinformat vorliegende Leistungselektronikbausteine, die mit viel 
hOherer Leistung als die Signalhalbleiterbausteine betrieben werden, auf ein und 
demselben Basistrager wie die Signalsteuerung anzuordnen. Dies geschieht 
durch in ihrer Dicke grOBere Leistungsieiterbahnen im Gegensatz zu den entspre- 
chend dunneren Signalleiterbahnen. Hierdurch lassen sich die Leistungsieiter- 
bahnen ebenfalls sehr eng aneinander anordnen, wodurch die hohe integration 
auf dem gemeinsamen Basistrager erfolgen kann. Zusatziich bietet die Integration 
von ansteuernder Elektronik und Leistungselektronik auf einem MCM die Chance, 
den Anwendern „intelligente Leistungselektronikbausteine" anzubieten, Demnach 
sind auf demselben Trager zusatziich zu den Leitungen kleinen Querschnitts Lei- 
tungen und Kontaktfiachen mit groaem Querschnitt vorhanden, mittels denen die 
gewQnschten Leistungselektronikbausteine (Leistungshalbleiter, Relais, ...) kon- 
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taktiert werden konnen. Von der Zone mit Leitungen kleinen Querschnitts fCihren 
spezielle Leitungen in die Zone mit Leitungen groften Querschnitts, die entspre- 
chende Steuersignale zwischen den Signalhalbleitern und den Leistungshalblei- 
tern ubertragen konnen. Somit ist auf engstem Raum und ohne stfirungsanfSllige 
Verbindungselemente eine Ansteuerung der Leistungselektronikbausteine durch 
Signalhalbleiter realisiert. 

Des weiteren besteht die Mdglichkeit, daft die mindestens eine zu einem Lei- 
stungselektronikbaustein fuhrende Signaileiterbahn in eine Leistungsleiterbahn 
und/oder Leistungskontaktflache im wesentlichen nahtlos Qbergeht. Werden fiir 
die Leistungsleiterbahnen und die Signalleiterbahnen die gleichen Materialien 
verwendet, so entsteht aufgrund geeigneter Herstellungsverfahren ein inniger 
Verbund dieser Leiterbahnen, der samtliche sonstigen Kontaktierungen in den 
Schatten stellt. Die Steuersignale konnen daher mit aufterster Prazision und sto- 
rungsfrei auf die Leistungselektronikbausteine Obertragen werden. StorungsanfS!- 
lige Verbindungselemente sowie Lbtstellen sind somit uberflussig. 

Bislang beherrschbare Verfahren haben gezeigt, daft das VerhSltnis.von der H6he 
einer Leistungsleiterbahn und/oder Leistungskontaktfiachen zu der Hdhe einer Si- 
gnaileiterbahn und/oder SignalkontaktflSche im Bereich von 2 bis 300, bevorzugt 
einer 20 bis 180, liegt. Aufgrund eines solch bedeutsamen Unterschiedes ist es 
mdglich, durch die Leistungsleiterbahnen viel hChere Leistungen durchzusetzen, 
als durch die Signalleiterbahnen, ohne daft ein zu grofter seitlicher Platz fur ver- 
schiedene Leistungsleiterbahnen Oder Leistungskontaktfiachen benotigt wird. 

Bevorzugt kann in diesem Zusammenhang das Verhaltnis von Leitungsquerschnitt 
einer Leistungsleiterbahn und/oder Leistungskontaktflache zu dem Leitungsquer- 
schnitt einer Signaileiterbahn 2 bis 1 000, bevorzugt 80 bis 400, betragen. Auch 
hierwird deutlich, daft aufgrund des enorm vergr6fterten Querschnitts die Lei- 
stungsunterschiede der Leiterbahnen im Signalbereich und im Leistungsbereich 
betrachtlich sein konnen. 
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Ein ebenfalls bevorzugtes VerhSitnis von Hohe zu Breite einer Leistungsleiterbahn 
und/oder LeistungskontaktflSche liegt bei einer Ausfuhrungsform im Bereich von 
0 t 1 bis 10, bevorzugt 1 bis 4. Durch eine Kombination von Verbreiterung und Er- 
hohung der Leistungsleiterbahn im Verhaltnis zu den Signalieiterbahnen wird ein 
Kompromifc erreicht, der entscheidend zu der hohen Integration auf einem ge- 
meinsamen BasistrSger beitrSgt. 

In den meisten FSIIen kann vorgesehen sein, daB mindestens eine Leistungslei- 
terbahn in mehrere Leistungskontakfiachen zum gemeinsamen Kontaktieren eines 
Leistungselektronikbausteins mundet. Das bedeutet, daB diese Leiterbahn ent- 
sprechend der Anzkhi der KontakflSchen Abzweigungen autweist. Verteilt sich die 
Leistung auf die einzelnen KontaktflSchen, kiSnnen diese einen entsprechend ge- 
ringeren Querschnitt aufweisen. 

Damit das MCM nach aufJen hin elektrisch verbunden werden kann, sind gemas 
einer weiteren Ausfuhrungsform SignalanschlufJkontaktflSchen und Leistungsan- 
schlufikontakfiachen fur einen zugehOrigen externen Anschluft vorgesehen, wobei 
die Signalanschluftkontaktfiachen und die LeistungsanschlufikontaktflSchen eine 
im wesentlichen gleiche Hfihe mjfweisen. Durch die gleiche H5he dieser Kontakt- 
flSchen erleichtert sich das Anordnen des MCM, da die KontaktflSchen zusSSstz- 
lich zur Positionierung herangezogen werden k6nnen. Bei entsprechend hohen 
Anschlufikontakfiachen, ISfit sich das MCM auch kopfQber einbauen, so date die 
auf dem BasistrSger angeordneten Bauelemente automatisch geschutzt werden. 

Eine andere Vorgehensweise zum Ausgleich der unterschiedlichen HOhen von Si- 
gnalieiterbahnen und Leistungsleiterbahnen besteht darin, daft die Signalan- 
schlulikontaktfiachen und Leistungsanschlufckontaktfiachen auf der den Halblei- 
terbausteinen und Leistungselektronikbausteinen abgewandten Seite (RQckseite) 
des BasistrSgers angeordnet sind, wobei die Anschlufikontaktfiachen mittels den 
BasistrSger durchdringenden Leiterbahnabschnltten mit der gegenOberliegenden 



Seite (Vorderseite) elektrisch in Verbindung stehen. Auf der Ruckseite des Ba~ 
sistragers konnen dann die Anschlu&fiachen unabhSngig von der H£>he der auf 
der Vorderseite angeordneten Leiterbahnen eine relativ niedrige H6he aufweisen, 
wobei die LeistungsanschluftkontaktflSchen entsprechend grGRer ausgebildet 
werden. Dies spielt allerdings auf der Ruckseite aufgrund der hier vorhandenen 
Platzverhaltnisse keine nachteilige Rolle, 

Ein ausreichender Schutz fur die Leistungseiektronikbausteine, sowie eine relativ 
flache BauhOhe kann dadurch erzielt werden, daft das Mafl, das sich aus der H0- 
he einer Leistungsleiterbahn abzuglich der H6he einer mit dieser Leistungsleiter- 
bahn in elektrischer Verbindung stehender Leistungskontaktfiache ergibt, gleich 
groft oder grcfeer ist ais die H6he des diese Leistungskontaktfiache kontaktieren- 
den Leistungselektronikbausteins. Das bedeutet, daft die Leistungsleiterbahnen 
die Elektronikbausteine schQtzend umgeben und, weil sie diese Qberragen, einen 
Stoftschutz bereitstellen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, cter bei einer Integration von Signalkreisen und Lei- 
stungskreisen auf einem MCM wichtig ist, besteht in der ausreichenden WSremab- 
fuhr. Hierzu kann vorgesehen sein, da(i am Basistrager mtndestens ein Warmelei- 
terelement angeordnet ist, das mit einem Leistungselektronikbaustein thermisch 
leitend in Verbindung steht. Dieses Warmeleiteiement leitet dann die GberschQs- 
sige Warme vom Leistungselektronikbaustein ab und kann dann in jeglich geeig- 
neter Form durch dieses abgefGhrt werden. 

Gunstigerweise kann hierzu zusatzlich vorgesehen sein, daft das mindestens eine 
warmeleiteiement mit einer Warmetauschereinrichtung verbunden ist. Die War- 
metauschereinrichtung sorgt dann fur die entsprechende Abfuhr der Warme in 
AbhSngigkeit der Leistung des Elektronikbausteins. Als Warmetauschereinrich- 
tung kommen samtiiche hierzu geeigneten Mittel in Miniaturform in Frage, unab- 
hangig davon, ob eine Zwangskuhlung oder ahniiches berettgestellt wird. 
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Urn die Vorderseite des MCM auch mit den warmetauschereinrichtungen nicht 
ubermSIJig zu belasten, so daE eine hohe Integration nicht beeintrachtigt wird, 
kann diese auf der Ruckseite des Basistragers angeordnet sein, wobei das War- 
meleitelement den BasistrSger durchdringt. Das Warmeleitelement Jeitet somit die 
Warme durch den BasistrSger zu der auf der Unterseite angeordneten Warme- 
tauschereinrichtung. Das hat insbesondere Vorteiie bei kopfuber eingebauten 
MCM, da die unter Umstanden beengten Einbauverhaitnisse nicht zu einem WSr- 
mestau fGhren, da die warrne in Bereiche abgefuhrt wird, wo fDr einen ausrei- 
chenden warmeaustausch gesorgt werden kann. 

Bei einer Variante des Warmetauschers ist vorgesehen, daft dieser feine Kuhlrip- 

i 

pen mit einem Verhaitnis von H6he zur Breite von 0,1 bis 10, bevbrzugt 1 bis 4, 
aufweist Derartige Kuhlrippen sind in ahniicher Weise herstellbar, wie die Leiter- 
bahnen und weisen daher ein relativ gro&es Verhattnis von H6he zu Breite auf. 
Dies ermdglicht mit relativ kleinen Strukturen sehr grofte Warmetauschraten be- 
reitzusteilen. 

Eine weitere Variante besteht darin, daS eine Warmetauschereinrichtung ther- 
misch leitend unmittelbar mit einem Leistungseiektronikbaustein verbunden ist 
Eine solche Kuhlstruktur kann durch entsprechend geeignete Verbindungsmittel, 
z.B. einem thermisch ieitenden Klebstoff, direkt auf die Leistungselektronikbau- 
steine aufgesetzt werden. 

Um eine Standardisierung gewShrleisten zu kdnnen, ist gemSR einer Ausfuhrungs- 
form vorgesehen, dafi die Signaianschlukkontaktfiachen und die Leistungsan- 
schluftkontatkfiachen derart am Basistrager gruppiert angeordnet sind, dad das 
Modul in einen standardisierten Sockel einsetzbar ist. Hier besteht auch die M6g- 
lichkett, die AnschluBkontaktfiachen so zu gruppieren. daft bereits vorhandene 
Sockel verwendet werden k6nnen. Diese mussen dann tediglich an entsprechen- 
der Stelle geeignete Kontakte fur den Anschluft der Leistungskreise haberu 
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Des weiteren bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Herstellen eines 
Mulit-Chip-Moduts. Das Verfahren umfalit die folgenden Schritte; 

Berertstellen eines Basistragers mit Signalieiterbahnen und SignaikontaktflSchen, 
Aufbringen einer Strukturschicht, durch die zumindest die Signalieiterbahnen und 
Signaikontaktflachen im wesentlichen bis auf Verbindungsstellen abgedeckt sind 
und die eine Negativstruktur der Leistungsleiterbahen und/oder Leistungskontakt- 
flachen aufweist, 

AuffQllen der Negativstrukturen mittels eines Metallisierungsvorgangs zum Erzeu- 
gen der Leistungsleiterbahn und/oder LeistungskontaktflSchen, wobei an den 
Verbindungsstellen ein Kontaktieren der Signalieiterbahnen und/oder Signalkon- 
takfiachen und der Leistungsleiterbahnen und/oder der Leisturlgskontaktfiachen 
erfolgt 

Durch das getrennte Herstellen von Signalieiterbahnen und Leistungsleiterbahnen 
lassen sich die unterschiedlich hohen Strukturen durch relativ einfache Verfah- 
rensschritte erzeugen. Die bereits vorhandenen Signalieiterbahnen werden abge- 
deckt und bis auf geeignete Kontaktstellen zum Schutz vor den folgenden Verfah- 
rensschritten versiegelt Der verwendete Grundstoff ISUt sich durch die unter- 
schiedlichsten Verfahren mit einer Negativstruktur versehen t die den Verlauf der 
Leistungsleiterbahnen vorgibt Bevorzugt geht diese Struktur bis auf den Ba- 
sistrSger durch, so dafi dann eine Beschichtung des Basistragers im Bereich der 
Negativstruktur erfolgen kann. Fur die erfolgende Metaliisierung kdnnen auch un- 
terschiedliche Verfahren angewendet werden. Die Strukturschicht gibt die durch 
die Metaliisierung erzeugbare Form der Leistungsleiterbahnen und entsprechende 
Kontaktfiachen vor. Demnach schutzt die Strukturschicht die entsprechenden 
Bahnen- und Kontaktstrukturen w^hrend des Herstellungsvorgangs. 

Bevorzugt kann auf dem Basistrager im Bereich der Negativstruktur eine leitfahige 
Haftschicht aufgebracht werden, die als Basis far den Metaliisierungsvorgang 
dient Es 1st wichtig, dafi eine ausreichende Verbindung zwischen dem Basistrager 



9 

und den Leiterbahnstrukturen hergestetit wird. Dies kann bevorzugt durch eine 
teurere und die Verankerung besser bewirkende Haftschicht durchgefuhrt werden. 
Die weitere Anhaftung ist dann durch einfache MetallisierungsvorgSnge erzielbar, 
da die Haftschicht entsprechende LeitfShigkeit besitzt. 

Gunstigerweise kann die Strukturschicht durch einen photoiithografischen Vor- 
gang aufgebracht werden. Sehr feine und im VerhSitnis H6he zur Breite sehr vor- 
teilhafte Strukturen sind durch ein solches Verfahren herstellbar. Die Ausgestal- 
tung von Leiterbahnen und Kontakfiachen in beliebiger Form wird hierdurch er- 
reicht. 

Gemaii einer Verfahrensvariante kann der MetalHsierungsvorgang durch galvani- 
sches Abscheiden von Metail erfoigea Insbesondere im Zusammenhang mit einer 
ieitfShigen Haftschicht, ISfJt sich dann auf dieser die gewunschte Struktur erzeu- 
gen. 

tn den meisten Anwendungsfailen wird es gewunscht sein, wenn gemSB einer Va- 
riants nach dem MetalHsierungsvorgang die Strukturschicht entfernt wird. 

Im foigenden werden Ausfuhrungsbeispiete der vorliegenden Erfindung anhand 
von Zeichnungen nSher erlflutert Es zeigen: 

Fig. 1 Eine erste Ausfuhrungsform eines MCM in perspektivischer Ansicht, 

Fig. 2 eine zweite Ausfuhrungsform eines MCM in einer Seitenansicht, 

Fig. 3 eine drttte Ausfuhrungsform eines MCM in einer perspektivischen Darstel- 
tung und 

Fig. 4 eine vierte AusfOhrungsform eines MCM in einer perspektivischen Darstel- 
lung. 
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Die in Fig. 1 dargestellte Ausfuhrungsform eines MCM umfalit im wesentlichen ei- 
nen durchgehenden, plattenf6rmigen Basistrager 1, auf dem sehr fein strukturierte 
elektrisch leitende Signalleiterbahnen 2 sowie im Guerschnitt grSRere Leistungs- 
ieiterbahnen 5 angeordnet sind. Die Signalleiterbahnen 3 fuhren jeweils zu einer 
am Rande des Basistragers 1 angeordneten Signalanschlulikontaktfiache.3, mit 
denen der Signalbereich des MCM nach aulien hin in Kontakt tritt. Ausgehend von 
den Signalanschlu&kontaktfiSchen 3 fOhren die Signalleiterbahnen 2 zu Signalkon- 
takfiachen 4, die zur Kontaktierung von Signalhalbleiterbausteinen 1 1 dienen. 
Diese Signalhalbleiterbausteine 11 kdnnen gehauste oder ungehauste Chips sein. 
In der Fig. 1 ist ledigiich ein einziger Signalhalbleiterbaustein 11 dargestellt. 
Selbstverstandlich kann der Signalbereich beliebig kompliziert und entsprechend 
den Anwendungszwecken erforderlichen Anzahien von Leiterbahnen 2 und Si- 
gnalhalbleiterbausteinen 1 1 versehen werden. Die Kontaktierung der Signalhalb- 
leiterbausteine 1 1 und das Aufbringen der Signalleiterbahnen 2 und der Kontakt- 
fiachen 3 und 4 ist bestens bekannt. Von dem Signalhalbleiterbaustein 11 fuhren 
zusatzliche Signalleiterbahnen oder Steuerleitungen 8 zum Leistungsbereich des 
MCM. Diese Steuerleitungen 8 stehen mit entsprechenden Leistungskontaktfia- 
chen 7 unmittelbar in Verbindung. Diese LeistungskontaktflSchen 7 sind galva- 
nisch getrennt von mit den Leistungsleiterbahnen 5 verbundenen Leistungskon- 
taktfiachen 7a angeordnet. Die Leistungsleiterbahnen 5 fuhren am Rand des Ba- 
sistragers 1 zu Leistungsanschlu&kontaktfiachen 6. 

Das Material des Basistragers 1 kann je nach Anwendungsfall aus glasfaserver- 
starktem Kunststoff (Aufbau im Sinne eines MCM-L), aus Keramik (Aufbau im Sin- 
ne eines MCM-C), aus Siiicium (Aufbau im Sinne eines MCM-D) Oder aus einem 
anderen geeigneten Material (z.B. einem elektrisch isolierten Metall) bestehen. In 
der dargestetlten Ausfuhrungsform sind die Leiterbahnen 2, 8 und 5 jeweils einla- 
gig angeordnet. Eine mehrlagige Anordnung kann vorgesehen werden. 
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Die Anschlulikontaktflachen 3 und 6 dienen zur elektrischen Verbindung des ge- 
samten MCM mit der Umgebung (z.B. anzusteuernde Motoren, Dbergeordnete 
Rechner, Sensor.,.., etc.). 

im dargesteltten Ausfuhrungsbeispiel sind die Signalleiterbahnen 2 ca. 5 bis 10 
Mikrometer und die Leistungsleiterbahnen ca. 0,6 bis 0.7 mm dick. Auch die Breite 
der Leistungsleiterbahnen ist ein Vielfaches der Breite der Signalleiterbahnen 2. 
Im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel weisen die Kontaktfiachen 7, 7a und 6 die 
gleiche Hdhe auf, wie die Leistungsleiterbahnen 5. Auf die Kontaktfiachen wird ein 
Leistungselektronikbaustein 12 aufgesetzt 

Da eine gro(Je|Anzahl von Signalhalbleiterbausteinen 11 und/oder nur einzelne 
Leistungselektronikbausteine 12 relativ hohe Temperaturen erzeugen, kommt ei- 
ner guten Warmeableitung eine gro.Be Bedeutung zu. Zu diesem Zweck kOnnen 
die von den Leiterbahnen 2, 5 und den Kontaktfiachen 3, 4, 6, 7, 7a freien Gebie- 
te, jedoch mindestens im Leistungsbereich, Wflrmeleitelemente 9 vorgesehen 
sein. Das in der Fig. 1 dargestellte Warmeleitelement 9 ist zwischen den Lei- 
stungskontaktfiachen 7, 7a angeordnet und steht in warmeleitendem Kontakt mit 
der Unterseite des Leistungselektronikbausteins 12. Hierzu ist der Basistrager 1 
so durchbrochen, dafi das warmeleitelement 9 den Basistrager 1 durchdringt und 
so eine gute Warmeableitung zur Ruckseite des Basistragers 1 erm&glicht. Die 
Abftihrung der Warme kann dann auf unterschiedlichste Wetse erfolgen. 

Die Steuerleitungen 8 bestehen bevorzugt aus dem gleichen Material, wie die 
Leistungskontaktfiachen 7, so dafl eine innige Verbindung ohne stOrende 
Schnittstellen Oder Verbindungen erzeugt ist. Hierdurch wird eine stSrungsfreie 
Steuersignalubertragung erzielt Die hohe Integrationsdichte, die durch die Anord- 
nung auf einem Basistrager 1 erzielbar ist, laiit ungeahnte M6glichkeiten der 
MCM-Technikzu. 
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Bevorzugt erfolgt die Herstellung dieser Strukturen durch photolithografische 
Verfahren kombiniert mit galvanischer Abscheidung in mehreren Stufen, so daft 
unabhangig voneinander der Signalbereich und der Leistungsbereich hergestellt 
wird. An den Schnittstellen erfolgt dann jedoch der sterungsfreie Ubergang. 

im folgenden wird anhand der Fig. 2 eine zweite AusfQhrungsform eines MCM na- 
her erlautert. Im folgenden wird nur auf die wesentlichen Unterschiede zum vor- 
angegangenen Ausfuhrungsbeispiel eingegangen. Gleiche Bezugsziffern be- 
zeichnen daher gleiche Oder aquivalente Bauelemente. Eine entsprechende Be- 
schreibung ist ubertragbar. 

Die zweite AusfQhrungsform gemari Fig. 2 weist im wesentlichen zwei grofSe Un- 
terschiede auf. Die Kontaktflachen 3 und 6 stehen mit der Ruckseite des BasistrS- 
gers 1 in Verbindung, in dem nicht naher dargestellte Leiterbahnabschnitte den 
BasistrSger 1 an dieser Stelle durchdringen. Hierdurch werden auf der Ruckseite 
Kontakterhohungen 10 erzeugt, die entsprechend die Aufgabe der Anschlulikon- 
taktflSchen 3 und 6 ubernehmen. Durch das Anordnen der KontakterhGhung 10 
auf der RQckseite des BasistrSgers 1 kOnnen diese mit gleicher H6he, jedoch un- 
terschiedlicher Fiache ausgestaltet werden, wodurch sich das Kontaktieren des 
MCM sehr stark vereinfacht. Die Kontakterhohungen 10 kbnnen z.B. durch soge- 
nannte LOtbumps (d.h. mit kugelabschnittartigen Erhdhungen aus Lbtzinn) verse- 
hen sein. Auf diese Weise wird sichergestellt, daR das gesamte MCM in einem 
Arbeitsgang gleichzeitig auf eine entsprechende Unterlage befestigt und von die- 
ser elektrisch kontaktiert werden kann. 

Der zweite Unterschied besteht darin, daft auf dem Leistungselektronikbaustein 
12 ein Kuhlkorper 13 angeordnet ist, der fur eine entsprechende Warmeabfuhrung 
sorgt. Damit dieser Kuhlk6rper 13 das Volumen des gesamten Aufbaus nicht zu 
stark vergroflert, handelt es sich vorzugsweise urn einen K&rper, dessen 
KQhlstrukturen aus geometrischen Formen (Wanden, Saulen, Pyramiden etc.) mit 
hohem Aspektverhaltnis, d.h. einem groden Verhaitnis von Strukturhohe zur 
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Strukturbreite bestehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, daft der Kuhlkorper 
13 bei einer sehr kleinen Bauhohe (z.B. 0,5 mm) eine sehr grofte Kuhlflache (z.B. 
bei einer Ausbildung der Kuhlstrukturen als 0,4 mm hone Saulen 25 cm 2 KuhlflS- 
che por 1 cm 2 Grundfiache) aufweist. 

Bei solchen Aufbauten von MCM besteht daruber hinaus noch die MGglichkeit, die 
Signalhalbleiterbausteine 1 1 und insbesondere die Leistungselektronikbausteine 
12 von mechanischer Einwirkung von auften zu schiitzen, z.B. indem GehSuse 
vorgesehen werden oder ein Vergieften der Elemente stattfindet. 

Auch bei dem nachfolgend eriauterten Ausfuhrungsbeispiel gemaft der Fig. 3 wird 
nur auf die wesentlichen Unterschiede eingegangen, wes'halb erganzend auf die 
vorangegangene Beschreibung verwiesen wird. 

Hier weisen die Leistungsanschluftkontaktflachen 6 die gleiche Hohe auf, wie die 
Signalanschluftkontaktflachen 3. Hierzu sind die Signalanschluftkontaktflachen 3 
als SSulen ausgestaltet. Auch diese konnen mit Kontakterhohungen 1 0 versehen 
werden, so daft sich eine gleichmaflige H6he ergibt. Die Leistungsleiterbahnen 5 
weisen dabei faftt die gleiche Hdhe auf, wie die Leistungsanschluftkontaktflachen 
6, wohingegen die LeistungskontaktflSchen 7 und 7a von geringerer Dicke sind. 
Dabei ist jedoch sichergestellt, daft der Gesamtquerschnitt der Leistungskontakt- 
flachen 7a ausreichend zur Leistungsubertragung ist. Auch das Warmeleiteiement 
9 ist entsprechend der Hohe der Leistungskontaktflachen 7, 7a angepaftt. Der 
Unterschied der Hohe der Leistungskontaktflachen 7, 7a und der Leistungsleiter- 
bahnen 5 ist so bemessen, daft eine versenkte Anordnung der Leistungselektro- 
nikbausteine 12 vorgenommen werden kann. Der gesamte Aufbau des MCM ge- 
wahrt neben der versenkten Montage der Leistungselektronikbausteine auch die 
M6glichkeit, daft dieses mit der Oberseite nach unten eingebaut werden kann. 
Hierbei erleichtert wiederum die gleich hohe Anordnung der Anschlulikontaktfia- 
chen 3, 6 die Kontaktierung. Durch diese Art der Montage des gesamten MCM 
ergibt sich ein vollstandiger Schutz der Halbleiterbausteine 11,12 gegen mecha- 
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nische BeschSdigung, so daft diese allenfalls nur noch mit einer dunnen Passivie- 
rungsschicht gegen Feuchtigkeit und schSdliche Chemikalien geschutzt werden 
miissen. 

Die WSrmeleitetemente 9 durchdringen wiederum den Basiskfirper 1 und stehen 
mit einem auf der RGckseite des BasistrSgers 1 angebrachten KQhlkOrper 13 in 
Verbindung. Der Kuhlkorper 13 weist bevorzugt wieder KQhlstrukturen vorzugs- 
weise aus geometrischen Formen (Wanden, Sflulen, Pyramiden etc.) mit hohem 
Aspektverhaitnis auf. Da diese Art von KQhikOrper 13 eine extrem grofte KQhlfia- 
che bereitstellt, stelit die Montage mit der Oberseite nach unten keine Gefahr der 

Uberhitzung dar, selbst wenn diese Bauelemente dann in abgeschlossenen Ein- 

1 

heiten integriert sind, da die WSrme ausreichend nach auften abgefQhrt wird. 

Auch bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaft der Fig. 4 wird nur auf die wesentiichen 
Unterschiede zu den vorangegangenen Ausfuhrungsbeispielen eingegangen, 
weshalb auch hier auf die obige Beschreibung bezuglich baugleicher Elemente 
verwiesen wird. Bei diesem AusfQhrungsbeispiel sind samtliche Signalanschluft- 
kontaktfiachen 3 und Leistungskontaktfiachen 6 am Rand des BasistrSgers 1 als 
Saulenkontakte ausgestaltet. Diese Anordnung entspricht einer Standardisierung, 
so daft das MCM als Jntelligentes Leistungsmodul" in am Markt als Standardbau- 
elemente erhaitliche Sockel eingesteckt werden kann. 

In der Fig. 4 ist auch sehr gut zu erkennen, daft die Fuhrung der Leistungsleiter- 
bahnen 5 beliebig ausgestaltet werden kann, damit die vorgegebenen Positionen 
der AnschluftkontaktflSchen 6 erretcht werden kOnnen. Der Basistrager 1 und die 
fur die Kontaktierung des gesamten MCM notwendigen AnschluftkontaktflSchen 3, 
6 kSnnen so aufgebaut und geformt sein, daft die gewQnschte Standardgeometrie 
gegeben ist. Die Ausfuhrungsform gemaft Fig. 4 entspricht beispielsweise einem 
sogenannten w Chip-Carrier"-Modui (PLCC-Modul) mit 15 Kontaktstellen an der 
Umrandung. Auf ahnliche Art kfinnen problemlos PLCC mit 20, 28, ...84 Polen 
Oder PGA-kompatible Aufbauten Oder beliebige andere Standardaufbauten zur 
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VerfQgung gestellt werden. In Fallen bei denen die Querschnitte der einzelnen 
Standardkontakte nicht ausreicht, um die notwendige Leistung zu den Leistungse- 
lektronikbausteinen 12 zu uberfuhren, konnen mehrere Leistungsleiterbahnen fur 
ein und dieselben Leistungskontaktfiachen 7a auf mehrere als Standardkontakte 
ausgebildete Leistungsanschlufckontaktflachen 6 aufgeteilt werden, so da(i ein 
insgesamt genugend grolSer Leitungsquerschnitt erhalten wird. 
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PatentansprUche 

1. MuitUChip-Modul mit einem BasistrSger (1), auf dem zumindest bereichsweise 
mindestens einlagig angeordnete Signalleiterbahnen (2,8) und SignalkontaktflS- 
chen (4) angeordnet sind, und mit mindestens einem mit Signalleiterbahnen (2) 
und Signaikontaktfiachen (4) verbundenen, im Signalbereich arbeitenden Halblei- 
terbaustein (12), dadurch gekennzeichnet, daft zusfltzlich auf dem BasistrSger 

(1) zumindest bereichsweise mindestens einlagig angeordnete Leistungsleiter- 
bahnen (5) und Leistungskontaktfiachen (7,7a) angeordnet sind, mindestens ein 
im Leistungsbereich arbeitender Leistungselektronikbaustein (12) vorgesehen ist, 
der mit mindestens einer Leistungsleiterbahn (5), mindestens einer Leistungskon- 
takflfiche (7,7a) und mindestens einer Signalleiterbahn (2,8) verbunden ist und die 
Leistungsleiterbahnen (5) einen gr6(ieren Querschnitt als die Signalleiterbahnen 

(2) zumindest aufgrund grSIierer Dickenmalie aufw'eisen. 

2. Multi-Chip-Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da(J die minde- 
stens eine zu einem Leistungselektronikbaustein (12) fuhrende Signalleiterbahn 
(2,8) in eine Leistungsleiterbahn (5) und/oder Leistungskontaktftache (7) im we- 
sentlichen nahtlos ubergeht. 

3. Multi-Chip-Modul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft das 
Verhaitnis von Hdhe einer Leistungsleiterbahn (5) und/oder LeistungskontaktflS- 
che (7,7a) zu der Signalleiterbahn (2,8) und/oder Signalkontakfiache (4) im Be- 
reich von 2 bis 300, bevorzugt 120 bis 130, liegt. 

4. Modul nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daft das 
Verhaitnis vom Leitungsquerschnitt einer Leistungsleiterbahn (5) und/oder Lei- 
stungskontaktfiache (67,7a) zu dem Leitungsquerschnitt einer Signalleiterbahn 
(2,8) 2 bis 1000, bevorzugt 80 bis 400, betrSgt. 
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5. Modul nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daS das 
VerhaMtnis von HShe zur Breite einer Leistungsleiterbahn (5) und/oder Leistungs- 
kontaktflache (7,7a) im Bereich 0,1 bis 10, bevorzugt 1 bis 4, liegt. 

6. Modul nach einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daft min- 
destens eine Leistungsleiterbahn (5) in mehrere Leistungskontaktfiachen (7a) zum 
gemeinsamen Kontaktieren eines Leistungselektronikbausteins (12) mQndet. 

7. Modul nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daft 
Signalanschluftkontaktflachen (3) und LeistungsanschluBkontaktflachen (6) fQr ei- 
nen zugehbrigen externen Anschluft vorgesehen sind, wobei die Signalanschluft- 
kontaktfiachen (3) und die Leistungsanschlurikontaktfiachen (6) eine im wesentli- 
chen gleiche HOhe aufweisen. 

8. Modul nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daft 
Signalanschlu/Jkontaktflachen (3) und LeistungsanschluGkontaktflachen (6) auf 
der den Halbleiterbausteinen (11) und Leistungselektronikbausteinen (12) abge- 
wandten Seite (Ruckseite) des Basistragers (1) angeordnet sind, wobei die An- 
schluftkontaktftachen (3,6) mittels den Basistrager (1) durchdringenden Leiter- 
bahnabschnitten mit der gegenuberliegenden Seite (Vorderseite) elektrisch in 
Verbindung stehen. 

9. Modul nach einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dais das 
MaB, das sich aus der H6he einer Leistungsleiterbahn (5) abzuglich der H6he ei- 
ner mit dieser Leistungsleiterbahn (5) in elektrisch Verbindung stehender Lei- 
stungskontaktflSche (7a) ergibt, gleich graft oder grower ist als die Hohe des diese 
Leistungskontaktflache (7a) kontaktierenden Leistungselektronikbausteins (12). 

10. Modul nach einem der AnsprQche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dafi am 
Basistrager (1) mindestens ein Warmeleitelement mit angeordnet ist, das mit ei- 
nem Leistungselektronikbaustein (12) thermisch leitend in Verbindung steht. 
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11 . Modul nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daft das mindestens ei- 
ne Warmeleitelement (9) mit einer Warmetauschereinrichtung (13) verbunden ist. 

12. Modul nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daft die Warmetau- 
schereinrichtung (13) auf der RDckseite des Basistragers (1) angeordnet ist und 
das Warmeleitelement (9) den Basistrfl'ger (1) durchdringt. 

13. Modul nach Anspruch 1 1 Oder 12, dadurch gekennzeichnet, daft die Warme- 
tauschereinrichtung (13) feine Kuhirippen mit einem Verhaitnis von H6he zur 
Breite von 0,1 bis 10, bevorzugt 1 bis 4, aufweist. 

14. Modul nach einem der AnsptQche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dad ei- 
ne Warmetauschereinrichtung (13) thermisch leitend unmittelbar mit einem Lei- 
stungselektronikbaustein (12) verbunden ist. 

15. Modul nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daft die 
SignaianschluRkontaktftachen (3) und Leistungsanschiuftkontaktfiachen (6) derail 
am Basistrager (1) gruppiert und angeordnet sind, daft das Modul in einen stan- 
dardisierten Sockel einsetzbar ist. 

16. Verfahren zum Herstelten eins Multi-Chip-Moduls mit foigenden Schritten: 

Bereitstellen eines Basistragers (1) mit Signalleiterbahnen (2,8) und Signalkon- 
taktfiachen (4), 

Aufbringen einer Strukturschicht, durch die zumindest die Signalleiterbahnen (2) 
und Signalkontaktfiachen (4) im wesentlichen bis auf Verbindungsstellen abge- 
deckt sind und die eine Negativstruktur der Leistungsleiterbahnen (5) und/oder 
LeistungskontaktflSchen (7,7a) aufweist, 
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Auffullen der Negativstruktur mittels eines Metallisierungsvorgangs zum Erzeugen 
der Leistungsleiterbahnen (5) und/oder Leistungskontaktfiachen (7), wobei an den 
Verbindungsstellen ein Kontaktieren der Signalleiterbahnen (2,8) und/oder Signal- 
kontaktflSchen (4) und der Leistungsleiterbahnen (5) und/oder der Leistungskon- 
taktfiachen (7) erfolgt. 

17. Verfahren nach Anspruch 16 t dadurch gekennzeichnet, da(i auf den Ba- 
sistrager im Bereich der Negativstruktur eine leitffihige Haftschicht aufgebracht 
wird, die als Basis fur den Metallisierungsvorgang dient 

18. Verfahren nach Anspruch 16 Oder 17, dadurch gekennzeichnet, dali die 
Strukturschicht durch einen photoiithografischeti Vorgang aufgebracht wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dali der Metallisierungsvorgang durch galvanisches Abscheiden von Metall er- 
folgt. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daft nach dem Me- 
tallisierungsvorgang die Strukturschicht entfernt wird. 
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